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Аннотация. Разработан сенсор радиационных излучений, представляющий со-
бой 48-выводной металлокерамический корпус, внутри которого размещены 
кремниевые кристаллы с набором МДП-конденсаторов и с RADFET транзисто-
рами. Для получения большей чувствительности металлокерамический корпус 
использовался без верхней крышки. Разработанные полупроводниковые кри-
сталлы позволяют эксплуатировать МДП сенсоры в широком диапазоне элек-
трических полей, прикладываемых к подзатворному диэлектрику, что значи-
тельно повышает их дозовую чувствительность. 
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      Введение.       Космические аппараты в процессе эксплуатации подвергаются
воздействию повыше различного вида Для радиационных излучений [1–4].  -

      ния сроков активного существования космических аппаратов необходимо 

использование эффективных малогабаритных радиационных сенсоров  излу-

чений, которые можно размещать рядом  с радиационно-чувствительной эле-
   ментной базой (микропроцессоры, микроконтроллеры, программируемые 

логические запоминающие интегральные схемы,  устройства  и т. д.). Следова-
       тельно, разработка МДП сенсоров, обладающих высокой  дозовой чувстви-

тельностью  и способных работать  в широком диапазоне поглощенной дозы, 

является важной задачей для дальнейшего развития космонавтики [1–3].  

Материалы  и методы; результаты.    -Разработан сенсор радиационных из
    лучений, представляющий собой 48-выводной металлокерамический корпус 

   для интегральных микросхем, внутри которого размещены кремниевый кри-

        сталл  с набором конденсаторов МДП-  различной площади  и два кристалла  

с RADFET транзисторами. Выводные площадки кристаллов  с помощью алю-

     миниевой проволоки разваривались  на соответствующие выводы металлоке-
рамического корпуса. Для получения большей чувствительности металлокера-

 мический ко        рпус использовался без верхней Оба крышки.  вида кристаллов 

изготавливались промышленным способом по технологии интегральных мик-

    росхем серии CD4000 или 74HC. В качестве исходных полупроводниковых 

пластин использовался кремний n-типа, легированный фосфором, с удельным 

сопротивлением 4.5 Ом·cм и  кристаллографической ориентацией поверхности 

  <100>. Сток-истоковые  области   p-  канального МДП-  -транзистора формирова
лись ионной имплантацией бора  с последующей термической разгонкой при-
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меси при температуре 1000 °C. Подзатворный диэлектрик представлял собой 

пленку SiO2 толщиной 50–100 нм, сформированную термическим окислением 

кремния при температуре 1000 °C в с атмосфере сухого кислорода  добавлени-

ем 3 % газообразного HCl. С и использованием магнетронного напыления  по-

     следующей фотолитографии формировались алюминиевые затворы. После 
     формирования затворов проводился термический отжиг полупроводниковых 

пластин  в среде азота при температуре 450 °C. 

      Разработанный радиационных сенсор  излучений был апробирован при 

контроле гамма излучения, альфа частиц протонов  и . Получены эксперимен-

тальные данные, подтверждающие расширение  функциональных возможно-

стей МОП сенсоров радиационных излучений при их работе  в широком диа-
пазоне электрических полей, прикладываемых   к подзатворному диэлектрику 

      [4]. Разработанный     сенсор позволяет контролировать поглощенную дозу  

в диапазоне от 100 рад до 200 крад. 

Заключение.    -Разработан сенсор радиационных излучений, представляю
     щий собой 48-выводной металлокерамический интегральных   корпус для  

       микросхем, внутри которого размещены кремниевый  кристалл  с набором 

МДП-конденсаторов различной площади  и два кристалла с RADFET транзи-

сторами. Получены экспериментальные данные, подтверждающие расшире-
ние функциональных  возможностей МОП сенсоров радиационных излучений 

при их работе  в широком диапазоне электрических полей, прикладываемых  

к подзатворному диэлектрику. 

Отдельные результаты  получены  в рамках Госзадания № FSFN-2024-0086. 
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